
MDmesh* K6技术具有业内领先的单位面积导通电阻，支持更高的功率密度和更紧
凑的解决方案

意法半导体先进的超高压 
超结技术

800 V MDmesh K6
STPOWER MOSFET

www.st.com/mdmesh-k6

STPOWER MDmesh K6系列具有一流的性能且易于
驱动和控制，为800V超结技术树立了标杆。
该系列产品具有出色的单位面积导通电阻RDS(on)， 
支持更高的功率密度和更紧凑的解决方案。
该新型超高压系列器件适用于照明应用（如LED驱
动器）以及基于反激式拓扑的SMPS（例如适配器
和充电器）。
它在植物照明以及室植物养殖提高能源转换效率方
面非常有效。

关键特性和优势
 业内领先的RDS(on)，面向800 V
 高开关速度
 最低Qg
 更高的功率密度确保更紧凑的设计
 高效率，设计更轻松
 降低功率损耗

主要应用
 LED驱动器
 植物照明
 适配器
 充电器
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MDmesh K6分析

器件 Eoff[µJ] Tc [°C]

STP80N240K6 10.18 91

竞品 11.32 97.6

STP23N80K5 10.42 97

表1：最大负载下的对比结果

800 V MDmesh K6 STPOWER MOSFET 意法半导体先进的超高压超结技术

MDmesh K6最重要的特性之一在DPAK封装下也能够做到非常
低的Rds(on)。
这就允许设计从插件封装切换到SMD贴片封装，从而获得更紧
凑的设计并降低板件高度。

如图 1中所示，该新型系列器件可使我们获得更低的
RDS(on)——相同封装下，降低了60%。

使用基于反激式拓扑的100 W LED驱动器，对MDmesh K6、与之前的K5系列的产品，以及竞品进行了效率对比测试。  
图2清晰显示了MDmesh K6与竞品相比具有更高的效率。
在100 W最大负载水平下，测试结果表明表1中报告的关断能量（Eoff）和外壳温度（Tc）值一致。
 
MDmesh K6 MOSFET可用于广泛的产品和封装。  
访问www.st.com/mdmesh-k6获取详细信息。

在此处了解所有MDmesh K6系列产品

图1：MDmesh K6和MDmesh K5的RDS(on)对比
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STP23N80K5STP80N240K6 竞品图例：

图2：效率对比
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